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MOS-Transistor SM 200

Die MOS=-Tetrode 5H 200 ist fir die Anwendung im VHF=Bereich vorgesahen. Sie ist im d4-paligen strip-

line- GahBuse wntercebrechi,

Anschlufbelegung und Schaltkurzzeichen
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Bild 2: Gehdusesbmessungen MaBe in Aam Masse ca. 0,1 g

Augfihrung Plastgehiuse

Beschreibung

Dss Esuelement SM 200 ist eine MOS-Tetrods, bestehsnd aus jeweils zwel in Ksskods geschalteten MOS-
Tricdan vom n-Kanal-Anreicherungstyp.

Beide Gate=Anschlisase sind mit integrierten Gateschutzdioden versehen, Diese diurfen jedoch nicht zur
Begrenzung in der Schaltung suftretender Uberspannunden verwendet werdern,

Das Haupteinsatzpebiet fur den SM 200 sind MF-Verstérkerschaltungen, in denen es auf hohe Verstérkung,
groBen Regelumfang, geringe Rickwirkung, niedriges Rauschen sowie suf GroBsignelfestigkeit ankeoamt.
Maglich ist eugh der Eingatz in Mischatufen,

Grenzwerte

Kurz- min max Einheit
raichen
Orain=Source-5Spannung Upe =0,3 20 ¥
Care-~Source-5pannung UGIS, UGES =0,3 15 W
Drainstrom I 30 mA
Verlustleistung Py 300 awt)
ot
Batrisbstemperaturbereich ba o 10 = 2p
Lagertemperaturbereich _Hes =55 125 oc

1) pet 25 %




Statische Kennwerte

Drein-Source-Spannung
Gate-Source~-Spannung

Gatereatstrom

Drainrestatrom

Schwsllspannung

gxngniunh! Kennwerte

Vorwirtasteilhedit

Leistungsverstdrkung

Regelumfang

( ¢, =25 %)

Kurz- MeBbe- min mAX Einheirt

zeichen dingunasn

l.lm5 15 v

"st 18 v

8a:00 Ugyg ® 15v, UpgmoV, 1 JUA
Ugag = OV

15255 I.IGZE = 18V, Uniﬁuﬂ?. 1 fu#
I.|Ds = Oy

IDSE UDE - 2OV, a0 IIf:.l.l-\.
UME - UEES = OV

L Uy & U 0,28 2,5 v
UGEE = 10V
Iiﬂ =i, DimA

Urp Ups = Ugag 0,25 2,5 v
Usgg = 10V
Iﬂ =0, 0imA

0
( 5, =26 °C}

Kurz- HMeBbe- min typ max  Einheit

zeichan dingungen

s UIJE = 10V 12 18 mA
UGEE- iov
Iﬂ = 15mA
f 1 khz

GP I.Iﬂ5 = 10V 20 dB
Vgag® 10V
Iu = 15mA
f = 210%Hz

'ﬁGP UDE = 10V as dB
u =0V, , « 10V
G25 1)

Iz =0...15mA
f =2ilﬂa Hz



Kurz=- MaBbe- min typ max Einhait
zeichan dingungen

Rauschfakror F Upg = iov 4,5 dé

u = 10V

I = 15mA

f = E-IUE Hz

Eingangskapazitht cll uns = 10V 4 pF
ucza- iov
Iu = 15mA
f = 1UE Hz
—
Auspanoskapazitét C,, Uye = 10V 2.6 3 pF
f = 10% Ha2
”st' UGZS. ov
Rickwirkungakepazitat :12 Ueos= Ugesm 10 35 50 fF
ID = 15mA
f = 10% Hz
1) Haximalwert bei U, .= einstellen
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Bild 3: Reduktionsdipgramm
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